Réponses abrégées
Méthodes d’analyse et caractérisation | (M2-matériaux)

1- On utilise des céramiques piézoélectricdont les dimensions varient sous polarisaélectrique.
(0.5pts)Nanometrique(0.5pts)Le mouvement vibratoire micronique fausse les nessnanomeétrique
(0.5pts)L’asservissement protege les pointes fragi(0.5pts)

2- Gwyddion est le logiciel qui traite les images desroscopies en chanproche (0.5pts)Ajustement des
images 2d et 3d0.5pts)Calculde la rugosité RM: (0.5pts)Calcul de la taille des grair(0.5pts)

3- L’ellipsométrie est basée sur le changement datle polarisatuion de la lumiere aprédexion sur
une surface(0.5pts)les composantes du vecteur champ se réflechisgEmadiment (p# rs) (0.5pts)
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4- 1- Positionnement de I'échantillcen hauteuet réglage de son inclinaison grace a la camére et
I'application ACT.(0.5pts)
2- Mesuredes angles ellipsométriques aprées réglage de lmgate longueurs d’ondes dési (0.5pts)
3- Choix et amélioration d’'un modele pour le calcut dpectres ellipsomeétrigt théoriques(0.5pts)
4-Ajustement des spectres théoriques aux spectrag@sst déduction de I'épaisse (0.5pts)

5- Solution1 250-500nmAbs UV donc on doit utiliser des cuves en qt-(1pts)
Solution2 500F00nm : Abs visible on peut utilis des cuves en verrglLpts)

6- 190-300nm abs substrat e@rre (0.5pts)300-380nm Abs partielle Zn@J.Epts) vers 375nm seuil
d’abs ZnO;(0.5pts)a partir de 400nm franges d’interférence dans tee zcansparente due:
I'épaisseur de ZnQ0.5pts)

7-
UV-Visible FTIR
Monochromatet (0.5pts) Interférometre de Michels:
Transitions électroniqu (0.5pts) Vibrations de molécul
Quartz (0.5pts) KBr
Ox : Longueur d'onde enn | (0.5pts)| Ox :Nombre d’ondes en ¢*

8- Diffusion inélastique de la lumié€. (0.5pts)
L’effet Raman est trés rare 1Pun laser permet d’apportsuffisementle photon. (0.5pts)
Le shift Raman converti en nombre d’oni (Eo-E)/hc. (0.5pts)
La lumiére d’'un laser est généralement polariséigiea Raman dépendra donc de la direction relativi
champ électrique paapport aux directions cristallographigt (0.5pts)

9- L'XPS est basé sur I'effet photoélectrique causéupafaisceau X monochromatique. L'énergie cinédi
des électrons émis permet de calculer les énedgiéiaison deslectrons aux noyaux atomigt pour
identifier les éléments chimiqudsintensité des pics permet déterminer leurs pourcentac (1pts)
L’Auger differe de I'’XPS par I'excitation au canon a électrdignission e rayons ; donne alors I'effet
photoélectrique. Le spectre en énecinétique des électrons émis permet d’identifisrdeement:
chimiques et de calculer leurs pourcente (1pts)

10- La spectroscopie SIMS est basée sur I'abrasioneddumface par bombardement d’ions lourds.
ions émis passent par un spectrometre dise pour les analyser et déterminer la compositiomique
de la surface(1pts) La spectroscipie RBS utilise des ions legers duomnelissent sur les atomes d't
surface sans la détruire. Le spectre d’énergiexiqures des ions rétrodiffusés permiddentifier les
atomes de la cibles et de déduéers pourcentage (1pts)



